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(57)【要約】
【課題】  内部での光損失を減らして発光効率を高め，
画像の輝度を高める。
【解決手段】  基板５０と，基板の上面に形成される第
１電極層６１と，第１電極層の上面に形成された有機層
７０と，有機層の上面に形成された第２電極層６２と，
各構成要素のうち屈折率が大きい層間，例えば，基板５
０と第１電極層６１との間に，屈折率が相異なる複数の
領域を有する光損失防止層８０と，を備えることによ
り，光の内部損失を減らし，さらには光の取り出し効率
を高めることができる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】  基板と，前記基板の上面に形成された第
１電極層と，前記第１電極層の上面に形成された有機層
と，前記有機層の上面に形成された第２電極層と，前記
基板，前記第１電極層，前記有機層，及び前記第２電極
層のうち屈折率差の大きい層間に形成された光損失防止
層と，とを含み，前記光損失防止層は，層内に屈折率が
相異なる複数の領域を有することを特徴とする表示装
置。
【請求項２】  前記光損失防止層は，前記基板と前記第
１電極層との間に形成されたことを特徴とする請求項１
に記載の表示装置。
【請求項３】  前記第１電極が，ＩＴＯよりなることを
特徴とする請求項１または２に記載の表示装置。
【請求項４】  前記第２電極層が，ＩＴＯよりなり，前
記第２電極層の上面に前記光損失防止層が形成されるこ
とを特徴とする請求項１に記載の表示装置。
【請求項５】  前記光損失防止層の上面に形成された平
坦化膜を，さらに備えることを特徴とする請求項１，
２，３または４のいずれかに記載の表示装置。
【請求項６】  前記光損失防止層において，屈折率が相
異なる領域のピッチは，５０～３，０００ｎｍであるこ
とを特徴とする請求項１，２，３，４または５のいずれ
かに記載の表示装置。
【請求項７】  前記光損失防止層の厚さは，０．０１～
５０μｍであることを特徴とする請求項１，２，３，
４，５または６のいずれかに記載の表示装置。
【請求項８】  前記光損失防止層の光透過率が，８０％
以上であることを特徴とする請求項１，２，３，４，
５，６または７のいずれかに記載の表示装置。
【請求項９】  前記光損失防止層の屈折率が相異なる複
数の領域は，無機物から成り，前記屈折率の差は，０．
３以上，３以下であることを特徴とする請求項１，２，
３，４，５，６，７または８のいずれかに記載の表示装
置。
【請求項１０】  前記無機物は，ＳｉＯ
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からなる一群より選択された，少なくとも２つの材料よ
りなることを特徴とする請求項９に記載の表示装置。
【請求項１１】  前記光損失防止層は，ＳｉＯ

ｘ
（ｘ＞

１）層に屈折率の相異なるＴｉＯ
２
を形成したものであ

ることを特徴とする請求項９または１０に記載の表示装
置。
【請求項１２】  前記光損失防止層は，屈折率が相異な
るポリマーから成り，前記屈折率の差が０．３以上であ
ることを特徴とする請求項１，２，３，４，５，６，７
または８のいずれかに記載の表示装置。
【請求項１３】  前記光損失防止層は，感光材と結合樹
脂とを含む組成物のコーティング，及び露光処理結果物
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からの感光剤の除去から形成されたことを特徴とする請
求項１２に記載の表示装置。
【請求項１４】  前記感光材がハロゲン化銀であること
を特徴とする請求項１２または１３に記載の表示装置。
【請求項１５】  前記結合樹脂がゼラチンであることを
特徴とする請求項１２，１３または１４のいずれかに記
載の表示装置。
【請求項１６】  基板と，前記基板の上面に形成され，
所定パターンで形成された透明な導電性材質からなる第
１電極層と，前記第１電極層の上面に所定パターンで形
成された有機層と，前記有機層の上面に形成され，前記
第１電極層と所定の角度に設けられる第２電極層と，前
記基板と前記第１電極層との間に設けられて，屈折率が
相異なる所定パターンの領域を有する光損失防止層と，
前記第１電極層，前記有機膜，前記第２電極層を覆い包
む，封止層と，を含むことを特徴とする表示装置。
【請求項１７】  前記光損失防止層の上面に形成された
平坦化膜を，さらに備えることを特徴とする請求項１６
に記載の表示装置。
【請求項１８】  前記光損失防止層において，屈折率が
相異なる領域のピッチは，５０～３，０００ｎｍである
ことを特徴とする請求項１６または１７に記載の表示装
置。
【請求項１９】  前記光損失防止層の厚さは，０．０１
～５０μｍであることを特徴とする請求項１６，１７ま
たは１８のいずれかに記載の表示装置。
【請求項２０】  前記光損失防止層の屈折率が相異なる
複数の領域は，無機物から成り，前記屈折率の差は，
０．３以上であることを特徴とする請求項１６，１７，
１８または１９のいずれかに記載の表示装置。
【請求項２１】  前記無機物は，ＳｉＯ
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からなる一群より選択された少なくとも２つの材料より
なることを特徴とする請求項２０に記載の表示装置。
【請求項２２】  前記光損失防止層は，ＳｉＯ

ｘ
（ｘ＞

１）層に屈折率の相異なるＴｉＯ
２
を形成したものであ

ることを特徴とする請求項２０または２１に記載の表示
装置。
【請求項２３】  前記光損失防止層は，感光材と結合樹
脂とを含む組成物のコーティング，及び露光処理結果物
からの感光剤の除去から形成されたことを特徴とする請
求項１６，１７，１８または１９のいずれかに記載の表
示装置。
【請求項２４】  前記感光材がハロゲン化銀であること
を特徴とする請求項２３に記載の表示装置。
【請求項２５】  前記結合樹脂がゼラチンであることを
特徴とする請求項２３または２４に記載の表示装置。
【請求項２６】  基板と，前記基板に所定パターンで形
成された透明な第１電極層と，前記第１電極層の上面に
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所定パターンで形成された有機層と，前記有機層が露出
されるべく前記基板の上面に形成された平坦化膜と，前
記有機層と前記絶縁層の上面に所定パターンで形成され
た第２電極層とを含む画素領域と，前記基板上に形成さ
れて，前記第１電極層をスイッチングするための薄膜ト
ランジスタを含む駆動領域と，を含んでおり，前記基板
と前記第１電極層との間に屈折率が相異なる所定パター
ンの領域を有する光損失防止層が形成されていることを
特徴とする表示装置。
【請求項２７】  前記光損失防止層の上面に形成された
平坦化膜を，さらに備えることを特徴とする請求項２６
に記載の表示装置。
【請求項２８】  前記光損失防止層において，屈折率が
相異なる領域のピッチは，５０～３，０００ｎｍである
ことを特徴とする請求項２６または２７に記載の表示装
置。
【請求項２９】  前記光損失防止層の厚さは，０．０１
～５０μｍであることを特徴とする請求項２６，２７ま
たは２８のいずれかに記載の表示装置。
【請求項３０】  前記光損失防止層の屈折率が相異なる
複数の領域は，無機物から成り，前記屈折率の差は，
０．３以上であることを特徴とする請求項２６，２７，
２８または２９のいずれかに記載の表示装置。
【請求項３１】  前記無機物は，ＳｉＯ
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からなる一群より選択された少なくとも２つの材料より
なることを特徴とする請求項３０に記載の表示装置。
【請求項３２】  前記光損失防止層は，感光材と結合樹
脂とを含む組成物のコーティング，及び露光処理結果物
からの感光剤の除去から形成されたことを特徴とする請
求項２６，２７，２８または２９のいずれかにに記載の
表示装置。
【請求項３３】  基板と，前記基板上に形成されたバッ
ファ層と，前記バッファ層に形成された薄膜トランジス
タと，前記薄膜トランジスタを埋め込む絶縁層と，前記
絶縁層の上面に所定パターンで形成されて，前記薄膜ト
ランジスタによって選択的に電位が印加される第１電極
層と，前記第１電極層が露出されるべく開口部が形成さ
れた絶縁性の平坦化膜と，前記第１電極層の上面に形成
された有機層と，前記有機層と前記平坦化膜の上面に所
定パターンで形成された第２電極層と，前記第１電極層
と前記第１絶縁層との間，または前記第２電極層の上面
のいずれかに形成された，屈折率が相異なる所定パター
ンの領域を有する光損失防止層と，を含むことを特徴と
する表示装置。
【請求項３４】  前記光損失防止層は，ＳｉＯ
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*料よりなることを特徴とする請求項３３に記載の表示装
置。
【請求項３５】  前記光損失防止層は，ＳｉＯ

ｘ
（ｘ＞

１）層に屈折率の相異なるＴｉＯ
２
を形成したものであ

ることを特徴とする請求項３３または３４に記載の表示
装置。
【請求項３６】  基板と，前記基板の上面に形成される
第１電極層と，前記第１電極層の上面に形成された有機
層と，前記有機層の上面に形成された第２電極層と，前
記各構成要素のうち屈折率が大きい層の間に，屈折率が
相異なる複数の領域を有する光損失防止層と，を含む表
示装置の製造方法において；第１成分を利用して，前記
光損失防止層となる第１膜を形成する第１段階と，前記
第１膜に，所定パターンのマスクを利用してマスキング
する第２段階と，マスキングされた前記第１膜に第２成
分のイオンを注入する第３段階と，前記第２成分がイオ
ン注入された前記第１膜を，酸化雰囲気で熱処理して，
イオン注入領域と，非イオン注入領域との屈折率に差を
持たせる第４段階と，を含むことを特徴とする表示装置
の製造方法。
【請求項３７】  前記第１成分及び前記第２成分は，そ
れぞれ，ＳｉＯ
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り１つを選択して，形成することを特徴とする請求項３
６に記載の表示装置の製造方法。
【請求項３８】  前記第１成分をＳｉＯ

ｘ
（ｘ＞１）と

し，前記第２成分をＴｉＯ
２
とすることを特徴とする請

求項３６または３７に記載の表示装置の製造方法。
【請求項３９】  基板と，前記基板の上面に形成された
第１電極層と，前記第１電極層の上面に形成された有機
層と，前記有機層の上面に形成された第２電極層と，前
記各構成要素のうち屈折率が大きい層の間に，屈折率が
相異なる複数の領域を有する光損失防止層と，を含む表
示装置の製造方法において；感光材と結合樹脂とを含む
組成物をコーティングして，前記光損失防止層となる第
１膜を形成する第１段階と，コーティングされた前記第
１膜を所定パターンで露光する第２段階と，露光済みの
前記第１膜に現像，漂白及び洗浄を順次行う第３段階
と，を含むことを特徴とする表示装置の製造方法。
【請求項４０】  前記感光材は，ハロゲン化銀を用いる
ことを特徴とする請求項３９に記載の表示装置の製造方
法。
【請求項４１】  前記結合樹脂は，ゼラチンを用いるこ
とを特徴とする請求項３９または４０に記載の表示装置
の製造方法。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】本発明は，表示装置及びその
製造方法にかかり，特に有機膜の発光によって表示を行
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5
う表示装置及びその製造方法に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】一般的に，有機電界発光表示装置は，蛍
光性有機化合物を電気的に励起させて発光させる自発光
型ディスプレイであって，低電圧にて駆動が可能で，薄
型化が容易であり，また，広視野角であること，応答速
度の速いことなどから液晶表示装置における欠点を解決
できる次世代ディスプレイとして注目されている。
【０００３】かかる有機電界発光表示装置は，イースト
マンコダック社により積層型として開発され，パイオニ
ア社により寿命が改善された緑色のディスプレイで商品
化された。一方，有機材料の長所である分子構造が多様
な新規材料が開発され，直流低電圧駆動，薄型，自発光
性などに優れた特性を有するカラーディスプレイへの研
究が活発に進められている。
【０００４】かかる有機電界発光表示装置は，ガラスや
その他透明な絶縁基板に所定パターンの有機膜が形成さ
れるものであるが，有機膜の両面には電極層が形成され
ている。有機膜は有機化合物よりなり，有機膜を形成す
る材料としては，銅を含むフタロシアニン（ＣｕＰ
ｃ）；Ｎ，Ｎ－ｄｉ（ナフタレン－１－ｙｌ）－Ｎ；
Ｎ’－ジフェニル－ベンジディン（ＮＰＢ）；ｔｒｉｓ
（８－ヒドロキシキノリン）アルミニウム（Ａｌｑ

３
）

などが利用される。
【０００５】上記のように構成された有機電界発光表示
装置は，２つの電極各々に正極及び負極電圧が印加され*

6
*ると，正極電圧が印加された電極から注入された正孔が
正孔輸送層を経由して発光層に移動し，電子は負極電圧
が印加された電極から電子輸送層を経由して発光層に注
入される。この発光層にて電子とホールとが再結合して
励起子を生成し，この励起子が励起状態から基底状態に
変化する際に発光層の蛍光性分子が発光することにより
画像が形成される。
【０００６】前述の如く駆動される有機電界発光表示装
置の光効率は，内部効率と外部効率（または光取り出し
効率）とに分けられるが，内部効率は有機発光物質の光
電変換効率に依存し，外部効率は有機電界発光表示装置
を構成する各層の屈折率に起因する。すなわち有機膜に
より放出される光が臨界角以上に出射される時に，基板
と電極層または有機膜と電極層の界面にて反射を起こす
ようになり，外部に放射されることを防ぐ。
【０００７】一方，従来の有機電界発光表示装置におい
て，図１に示されたように有機膜１０から放出された光
が，ＩＴＯ（Ｉｎｄｉｕｍ  Ｔｉｎ  Ｏｘｉｄｅ：スズ
添加酸化インジウム）よりなる電極１２の界面にて，透
明基板であるガラス基板１１に透過される時に，光透過
効率は，次式１／２（Ｎ

ｏｕｔ
／Ｎ

ｉｎ
）２に基づく。

この式にてＮは屈折率である。この式に基づいた従来の
有機電界発光表示装置の色相別光取り出し率を下記表１
に示す。
【０００８】
【表１】

【０００９】表１にて示されたように，ＩＴＯ電極とガ
ラス基板の屈折率差により６０％以上の多量の光が有機
電界発光表示装置内で消滅するということが分かる。
【００１０】このような光取り出し率の低下を防ぐため
の従来の有機電界発光装置の一例が特許文献１に開示さ
れている。この有機電界発光表示装置では，突出レンズ
などの集光性を有する基板を備える。しかし，かかる集
光のための突出レンズは，有機膜の発光による画素が非
常に小さいので，基板に形成するのは困難である。
【００１１】特許文献２には，透明電極層と発光層とに
第１誘電体層を介在させると共に透明電極側に第１誘電
体層と透明電極との中間の屈折率を有する第２の誘電体
層を介在させた有機電界発光表示装置が開示されてい
る。
【００１２】特許文献３には，基板裏面に下部電極，基
板上面に絶縁層，発光層及び上部電極を形成し，発光層
の片面に光を反射させるミラー形成する製造方法の他の
例が開示されている。

【００１３】
【特許文献１】特開昭６３－１７２６９１号公報
【特許文献２】特開昭６２－１７２６９１号公報
【特許文献３】特開平１－２２０３９４号公報
【００１４】
【発明が解決しようとする課題】しかし，このように光
取り出し率の低下を防ぐための装置は，いろいろと考え
出されているものの，光取り出し率を十分に高め，かつ
量産に適した製造方法の容易な有機電界発光表示装置を
得ることは困難であった。
【００１５】本発明は，従来の表示装置，及びその製造
方法が有する上記問題点に鑑みてなされたものであり，
本発明の目的は，内部での光損失を減らして発光効率を
高め，画像の輝度を高めることのできる新規かつ改良さ
れた表示装置，及びその製造方法を提供することであ
る。
【００１６】また，本発明の他の目的は，屈折率が高い
層と屈折率が低い層との界面にて，光分散効果を利用し
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て光損失を減らすことのできる表示装置，及びその製造
方法を提供することである。
【００１７】
【課題を解決するための手段】上記課題を解決するた
め，本発明の第１の観点によれば，基板と，基板の上面
に形成される第１電極層と，第１電極層の上面に形成さ
れた有機層と，有機層の上面に形成された第２電極層
と，各構成要素のうち屈折率が大きい層間に，屈折率が
相異なる複数の領域を有する光損失防止層と，を備える
ことを特徴とする表示装置が提供される。
【００１８】光損失防止層が基板と第１電極との間に形
成され，光損失防止層の屈折率が相異なる領域のピッチ
が５０～３，０００ｎｍであってその厚さが０．０１～
５０μｍとすることが望ましい。
【００１９】そして，有機電界発光表示装置が背面発光
型の場合には，第１電極層がＩＴＯより成っていること
が望ましく，前面発光型の場合には，第１電極層が金属
より成り，第２電極層がＩＴＯよりなってその上面に光
損失防止層を形成するのが望ましい。
【００２０】一方，光損失防止層は屈折率が相異なる無
機物であって，その屈折率差が０．３以上とすることが
望ましく，無機物はＳｉＯ

ｘ
（ｘ＞１），ＳｉＮ

ｘ
，Ｓ

ｉ
３
Ｎ
４
，ＴｉＯ

２
，ＭｇＯ，ＺｎＯ，Ａｌ

２
Ｏ
３
，Ｓ

ｎＯ
２
，Ｉｎ

２
Ｏ
３
，ＭｇＦ

２
，ＣａＦ

２
よりなる一群

より選択された１つであることが好ましい。
【００２１】例えば，光損失防止層は，光透過率が８０
％以上になるようにすべく，ＳｉＯ

ｘ
（ｘ＞１）層に屈

折率の相異なるＴｉＯ
２
を形成したものであることが好

ましい。
【００２２】また，光損失防止層は，屈折率が相異なる
ポリマーから構成されても良く，屈折率の差が０．３以
上であることが好ましい。例えばこの場合の光損失防止
層は，感光材と結合樹脂とを含む組成物のコーティン
グ，及び露光処理結果物からの感光剤の除去から形成さ
れる。
【００２３】さらに，感光材と結合樹脂とを含む組成物
としては，感光材がハロゲン化銀，であり，結合樹脂が
ゼラチンであることが好ましい。
【００２４】また，本発明の第２の観点によれば，基板
と，基板の上面に形成され所定パターンで形成されて透
明な導電性材質よりなる第１電極層と，第１電極層の上
面に所定パターンの有機膜が積層されてなる有機電界発
光部となる有機層と，有機層の上面に形成され，第１電
極層と所定の角度に設けられる第２電極層と，基板と第
１電極層との間に設けられて，屈折率が相異なる所定パ
ターンの領域を有する光損失防止層と，第１電極層，有
機層，第２電極層を覆い包む封止層と，を含むことを特
徴とする表示装置が提供される。
【００２５】また，本発明の第３の観点によれば，基板
と基板上に所定パターンで形成された透明な第１電極層
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と第１電極層の上面に形成された有機層と有機層が露出
されるべく基板の上面に形成された絶縁層と有機層と絶
縁層の上面に所定パターンで形成された第２電極層とを
含む画素領域と，基板上に形成されて透明電極をスイッ
チングするための薄膜トランジスタを含む駆動領域と，
を含んでおり，基板と第１電極層との間に屈折率が相異
なる所定パターンの領域を有する光損失防止層が形成さ
れていることを特徴とする表示装置が提供される。
【００２６】また，本発明の第４の観点によれば，基板
と，基板に形成されたバッファ層と，バッファ層に形成
された薄膜トランジスタを埋め込む絶縁層と，絶縁層の
上面に所定パターンで形成されて薄膜トランジスタによ
り選択的に電位が印加される第１電極層と，第１電極層
が露出さるべく開口部が形成された平坦化膜と，第１電
極層の上面に形成された有機層と，有機層と絶縁層の上
面に所定パターンで形成された第２電極層と，第１電極
層と平坦化膜の間，または第２電極層の上面のいずれか
に形成された，屈折率が相異なる所定パターンの領域を
有する光損失防止層と，を含むことを特徴とする表示装
置が提供される。
【００２７】さらに，基板と基板の上面に形成される第
１電極層と第１電極層の上面に形成された有機層と有機
層の上面に形成された第２電極層と各構成要素のうち屈
折率の大きい層の間に形成された屈折率の相異なる複数
の領域を有する光損失防止層とを備える表示装置の製造
方法において，光損失防止層を形成するために，第１成
分を利用して第１膜を形成する第１段階と，第１膜に所
定パターンのマスクを利用してマスキングする第２段階
と，マスキングされた第１膜に第２成分のイオンを注入
する第３段階と，第２成分がイオン注入された膜を酸化
雰囲気で熱処理してイオン注入領域と非イオン注入領域
の屈折率を異ならせる第４段階と，を含むことを特徴と
する表示装置の製造方法が提供される。
【００２８】また，他の表示装置の製造方法として，光
損失防止層を形成するために，感光材と結合樹脂とを含
む組成物をコーティングして第１膜を形成する第１段階
と，コーティングされた第１膜を所定のパターンで露光
する第２段階と，露光済みの第１膜に現像，漂白，洗浄
を順次施す第３段階と，を含むことを特徴とする表示装
置の製造方法が提供される。
【００２９】
【発明の実施の形態】以下に添付図面を参照しながら，
本実施形態にかかる表示装置，及びその製造方法につい
て詳細に説明する。なお，本明細書及び図面において，
実質的に同一の機能構成を有する構成要素については，
同一の符号を付することにより重複説明を省略する。
【００３０】（第１の実施の形態）本実施の形態による
表示装置である，背面発光型のＰＭ（Ｐａｓｓｉｖｅ  
Ｍａｔｒｉｘ）タイプ有機電界発光表示装置（ＰＭＯＬ
ＥＤ：ＰＭ  Ｏｒｇａｎｉｃ  Ｌｉｇｈｔ  Ｅｍｉｔｔ
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9
ｉｎｇ  Ｄｉｓｐｌａｙ）の一例を図２，図３及び図４
に示す。
【００３１】図面を参照すれば，基板５０の上面に所定
パターンで形成された第１電極層６１と，第１電極層６
１の上面に有機膜が積層されてなる有機層７０と，有機
層７０の上面に所定パターンで形成される第２電極層６
２と，屈折率差の大きい層間，例えば基板５０と第１電
極層６１との間に設けられ，所定パターンで屈折率差の
ある領域が共存する光損失防止層８０とを含む。そし
て，第１電極層６１，有機層７０，第２電極層６２を覆
い包むように基板５０に設けられる封止層であるキャッ
ププレート６３を備えてもよい。また，光損失防止層８
０の上面には光損失防止層８０の平坦化のための平坦化
層８５がさらに備わっていてもよい。
【００３２】第１電極層６１は，例えば基板５０の上面
に形成される正電極であって透明な導電性材質のＩＴＯ
より成り，図２に示されたように相互に平行して設けら
れたストライプ状の電極に形成することができる。
【００３３】有機層７０は，図４に示されたように第１
電極層６１の上面から順次積層される正孔注入層７１，
正孔輸送層７２，発光層７３，電子注入層７４を含んで
いる。有機層は有機化合物であり，ｔｒｉｓ（８－ヒド
ロキシキノリン）アルミニウム（Ａｌｑ

３
）などのよう

な低分子材料，またはポリ（ｐａｒａ－フェニレンビニ
レン）；ポリ（２－メトキシ－５（２’－エチルヘキシ
ルオキシ）－１，４－フェニレンビニレン）などの高分
子材料を使用するのが望ましい。
【００３４】第２電極層６２は導電性金属よりなり，第
１電極層６１と直交する方向に形成される多数のストラ
イプ状の電極に形成することができる。
【００３５】光損失防止層８０は，有機電界発光表示装
置をなす構成要素，すなわち基板，第１電極，有機層及
び第２電極層のうち屈折率の大きい層の間に設けられる
ものであり，本実施の形態では，光損失の大きい基板５
０とＩＴＯとより成る第１電極層６１に設けられる。
【００３６】光損失防止層８０は図５（ａ）に示された
ように相異なる屈折率を有する第１領域８１と第２領域
８２とが共存する。光損失防止層８０の第１領域８１は
第２領域８２に対して，例えばドット状に配列される。
ドット状に配列された第１領域８１の形成厚さ（ｄ

１
ｍ

ｍ）は，第２領域８２の厚さ（Ｔｍｍ）と同じ厚さに形
成するか，図５（ｂ）のように第１領域８１の深さ（ｄ

２
ｍｍ）を第２領域８２の厚さ（Ｔｍｍ）より薄く形成
できる。また第１領域８１の形状は，ドットタイプに限
定されるものではない。
【００３７】ここで，第１領域８１をなす物質と第２領
域８２をなす物質との屈折率差は０．３以上３以下にす
るのが望ましいが，可能な限り屈折率差を大きくする方
が光損失を防止できる。屈折率差が０．３以下である場
合には，界面にて光分散効果が落ちて有機層から照射さ
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れる光の反射率が高まり，基板を通過する光の取り出し
量が落ちる。
【００３８】また，光損失防止層８０の厚さＴは０．０
１～５０μｍとするのが望ましく，この時に第１領域８
１のピッチＰは，光の反射率を勘案して５０～３，００
０ｎｍとすることが望ましい。第１領域８１のピッチは
有機層から生じる波長により調節することが好ましい。
こうして光損失防止層８０は，有機層７０から発せられ
た光の損失を減少するように，光透過率Ｉを８０％以上
にできることが望ましい。
【００３９】一方，光損失防止層８０をなす材質は，無
機物，またはポリマーから形成することができる。光損
失防止層８０が無機物からなる場合，ＳｉＯ

ｘ
（ｘ＞

１），ＳｉＮ
ｘ
，Ｓｉ

３
Ｎ
４
，ＴｉＯ

２
，ＭｇＯ，Ｚｎ

Ｏ，Ａｌ
２
Ｏ
３
，ＳｎＯ

２
，Ｉｎ

２
Ｏ
３
，ＭｇＦ

２
，Ｃ

ａＦ
２
からなる一群より選択された少なくとも１つの無

機物から形成できる。例えば，屈折率が１．６であるＳ
ｉＯ

ｘ
（ｘ＞１）を利用して第２領域となるコーティン

グ膜を形成し，これに第１領域となる屈折率が２．５～
３のＴｉＯをドーピングして形成できる。
【００４０】また，光損失防止層８０は，感光材と結合
樹脂とを含む組成物のコーティング，及び露光処理結果
物からの感光剤のを除去により形成することができる。
この時，感光材はハロゲン化銀の１つから成り，結合樹
脂はゼラチンから成ることができる。
【００４１】光損失防止層８０の上面に形成された平坦
化層８５は，透明な材質よりなり，光損失防止層８０の
上面を平坦化させて光損失防止層８０の上面に形成され
る第１電極層６１の形成時に，第１電極層６１が変形す
るのを防止する。
【００４２】（第２の実施の形態）図６には，第２の実
施の形態である前面発光型の有機電界発光表示装置を示
す。ここで，第１の実施の形態と同一構成要素は，同じ
符号で示した。
【００４３】図面を参照すれば，基板５０と，基板５０
の上面に所定パターンで形成されて金属よりなる第１電
極層６１と第１電極層６１の上面に形成された有機層７
０と，有機層７０の上面に第１電極層６１と所定の角度
に形成されて透明な導電性材質よりなる第２電極層６２
と，第２電極層６２の上面に所定パターンで屈折率差の
ある領域が共存する光損失防止層８０とを含む。光損失
防止層８０と第２電極層６２との間には，さらに前述の
如く平坦化膜８５が備わることが好ましい。
【００４４】そして，端子部（図示せず）を除外した第
１及び２電極層６１，６２と，有機層７０及び光損失防
止層８０を密封する透明な封止層６７とを備える。ここ
で，光損失防止層８０は，第１の実施の形態と同じ構成
を有するので，説明を省略する。
【００４５】（第３の実施の形態）図７には本実施の形
態による表示装置として，背面発光型のＡＭ（Ａｃｔｉ



(7) 特開２００３－２５７６２０

10

20

30

40

50

11
ｖｅ  Ｍａｒｔｉｘ）タイプの有機電界発光表示装置
（ＡＭＯＬＣＤ：ＡＭ  Ｏｒｇａｎｉｃ  Ｌｉｇｈｔ  
Ｅｍｉｔｔｉｎｇ  Ｄｉｓｐｌａｙ）の一例を示した。
【００４６】図面を参照すれば，画素の形成のための基
板９０上部の透明な第１電極層１００と有機層７０と絶
縁層である平坦化膜９９と第２電極層１０１とを有する
画素領域２００と，第１電極層１００をスイッチングす
るための薄膜トランジスタ（ＴＦＴ：Ｔｈｉｎ  Ｆｉｌ
ｍ  Ｔｒａｎｓｉｓｔｏｒ）とキャパシタの形成された
駆動領域３００とに大別される。
【００４７】駆動領域は，基板９０上にバッファ層９１
が形成され，その上に薄膜トランジスタが形成されてい
る。薄膜トランジスタは例えば，バッファ層９１の上面
に所定パターンに配列されたｐ型またはｎ型の半導体層
９２がゲート絶縁層９３により埋め込まれ，ゲート絶縁
層９３の上面には半導体層９２と対応するゲート電極層
９４とそれを埋め込む第１絶縁層９５と，第１絶縁層９
５とゲート絶縁層９３に形成されたコンタクトホール９
６ａ，９７ａを通じて半導体層９２の両側にそれぞれ連
結して，第１絶縁層９５の上部に形成されたドレイン電
極９６のソース電極９７より成っている。さらに，ソー
ス電極９７と連結されて第１絶縁層９５の上面に形成さ
れた第１補助電極１１１と，この第１電極と対向して第
１絶縁層９５に埋め込まれる第２補助電極１１２よりな
るキャパシタ１１０とを含む。
【００４８】そして，第１絶縁層９５の上面にはさらに
第２絶縁層９８が形成され，第１絶縁層９５と共に絶縁
層として薄膜トランジスタを埋め込み，さらに画素形成
領域に開口部９９ａが形成された絶縁性の平坦化膜９９
が形成される。平坦化膜９９の開口部の底面にはドレイ
ン電極９６と電気的に連結された第１電極層１００が形
成され，第１電極層１００の上部には有機層７０が積層
され，有機層７０と平坦化膜９９の上部には第２電極層
１０１が形成される。
【００４９】一方，上記の有機電界発光表示装置におい
て，第１電極層１００が透明な導電性材質のＩＴＯより
なり，基板９０，バッファ層９１，ゲート絶縁層９３及
び第１，第２絶縁層９５，９８が透明な材質よりなる本
実施の形態の背面発光型の場合には，透明電極１００と
第２絶縁層９８との間に，所定パターンで屈折率差を有
する領域が共存する光損失防止層８０が設けられる。前
面発光型の場合には，光損失防止層８０は，第２電極層
１０１の上面に設けられる。また，光損失防止層８０と
第１電極層１００との間には光損失防止層８０の上面を
平坦化させるための別途の平坦化膜８５がさらに備わっ
ていることが好ましい。光損失防止層８０，第１の実施
の形態と同じ構成を有する。
【００５０】ここで，光損失防止層８０の設置位置は，
本実施の形態に限定されず，屈折率が大きい層の間に設
けられうる。例えば，図８及び図９に示されたように基
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板９０とバッファ層９１との間に，画素領域のみに（図
８）または全面に（図９）設けることもできる。
【００５１】各実施の形態のように構成された表示装置
の作用を説明すれば次の通りである。図２及び図３に示
された有機電界発光表示装置は，第１電極層６１及び第
２電極層６２のうち選択された電極に所定の電圧が印加
されるか，図７に示されたように選択された薄膜トラン
ジスタにより第１電極層１００に所定の電圧が印加され
ると共に第２電極層１１１に電圧が印加されれば，正極
の第１電極層６１から注入された正孔が正孔輸送層７２
を経由して発光層７３に移動し，電子は第２電極層６２
から電子注入層７４を経由して発光層７３に注入され
る。
【００５２】この発光層７３にて電子と正孔とが再結合
して励起子を生成し，この励起子が励起状態から基底状
態に変化する際に，発光層７３の蛍光性分子が発光す
る。この時に発せられた光は透明な第１電極層６１と光
損失防止層８０及び基板５０，または図７に示されたよ
うに第１電極層１００と第１及び第２絶縁層９５，９
８，バッファ層９１及び基板９０を通じて外部に取り出
されるが，屈折率差の大きいＩＴＯよりなる第１電極層
６１と基板５０との間，または第１電極層１００と第２
絶縁層９８との間には光損失防止層８０が形成されてい
るので，界面にて光が反射されて損失することを防止で
きる。
【００５３】すなわち，発光層を含む有機層７０，また
は第１電極層６１，１００の屈折率がガラスから成る基
板５０，または第２絶縁層９８の屈折率と比較して高い
ために，基板５０，または第２絶縁層９８の界面にて反
射される。しかし，それらの間に，屈折率が相異なる第
１領域８１及び第２領域８２を有する光損失防止層８０
があるので，図１０に示されたように第１領域８１と第
２領域８２との屈折率差により光を散乱させて界面にて
反射させることを防止できる。
【００５４】特に，第１領域８１及び第２領域８２は発
光層から臨界角以上に界面に照射される光を散乱させて
臨界角以内に変化させることにより，界面での光の反射
率を大幅に下げられる。また，屈折率差が異なる２種類
の物質が交差することにより，光損失防止層の平均屈折
値を全反射角を広げられる屈折率に調節可能なので，こ
れにより非反射効果を与えて光取り出し率を大きく向上
することができる。従って，有機層７０から発せられた
光が基板を介して取り出される取り出し効率を高められ
る。
【００５５】（第４の実施の形態）次に，図１１～図１
３には，各実施の形態による表示装置において，光損失
防止層を製造する方法として第４の実施の形態を段階的
に示した。基板に光損失防止層を形成する方法は，もち
ろんこれに限定されず，多様に変形可能である。
【００５６】例えば，板４０１に光損失防止層を形成す
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るためには，基板４０１の上面に５０００Åの厚さに第
１成分４０２ａからなる第１膜４０２を形成する第１段
階と，第１膜４０２に所定パターンのマスク４０３を利
用してマスキングする第２段階とを順次行う。第２段階
において，マスク４０３は第１膜４０２の上面にクロム
マスク層を５００Åの厚さに形成した後でフォトリソグ
ラフィ工程を利用して４００～６００ｎｍの周期で貫通
される領域を有するマスクパターンを形成する。
【００５７】そして，マスキングされた第１膜に第２成
分４０２ｂであるイオン種４０４を注入する第３段階を
行う。第１成分４０２ａ及び第２成分４０２ｂは，それ
ぞれＳｉＯ

ｘ
（ｘ＞１），ＳｉＮ

ｘ
，Ｓｉ

３
Ｎ
４
，Ｔｉ

Ｏ
２
，ＭｇＯ，ＺｎＯ，Ａｌ

２
Ｏ
３
，ＳｎＯ

２
，Ｉｎ

２

Ｏ
３
，ＭｇＦ

２
，ＣａＦ

２
よりなる一群から選択された

１つの無機物よりなる。例えば，第１成分４０２ａはＳ
ｉＯ

ｘ
（ｘ＞１）から成り，第２成分４０２ｂはＴｉか

ら成ることができる。
【００５８】上記のようにイオンの注入が完了した後，
クロムマスク層のマスク４０３を湿式エッチング法を利
用して除去し，イオンが注入された領域とイオンが注入
されていない領域とよりなる第１膜４０２を酸化雰囲気
で熱処理する第４段階を行って，光損失防止層を形成す
る。こうして，第１の実施の形態で説明したように，第
２領域内（第１成分４０２ａからなる第１膜４０２）に
屈折率の異なる第１領域（第２成分４０２ｂがイオン注
入された領域）が設けられた光損失防止層を形成するこ
とができる。
【００５９】（第５の実施の形態）さらに，図１４～図
１６には，光損失防止層の他の製造方法として，第５の
実施の形態を段階的に示した。光損失防止層を形成する
ために，まず第１段階として，基板４０１上に感光材と
結合樹脂とを含む組成物を１０μｍの厚さにコーティン
グした第１膜４１１を形成する。感光材はハロゲン化銀
から選択された１つであり，結合樹脂は，ゼラチンであ
る。
【００６０】次に，第１段階によりコーティングされた
第１膜４１１を所定パターン，すなわちピッチが５０～
３，０００μｍを有するドット，格子，多角形のパター
ンで露光する第２段階を行う。こうして露光されていな
い箇所４１１ａと，露光されたパターン４１１ｂが形成
される。露光はアルゴンレーザを利用することができ
る。そして，露光済みの第１膜４１１を順番に現像，漂
白，洗浄する第３段階を行うことにより，光損失防止層
を形成することができる。こうして，第４の実施の形態
と同様に，第２領域内（第１膜４１１）に屈折率の異な
る第１領域（パターン４１１ｂ）が設けられた光損失防
止層を形成することができる。
【００６１】以上，添付図面を参照しながら本実施形態
にかかる表示装置，及びその製造方法の好適な実施形態
について説明したが，本発明はかかる例に限定されな
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い。当業者であれば，特許請求の範囲に記載された技術
的思想の範疇内において各種の変更例または修正例に想
到し得ることは明らかであり，それらについても当然に
本発明の技術的範囲に属するものと了解される。
【００６２】
【発明の効果】以上説明したように，本発明によれば，
屈折率差が大きい層に光損失防止層を形成することによ
り光の内部損失を減らし，さらには光の取り出し効率を
高めることができる。実験によれば，イオン注入を利用
して光損失防止層を形成する光取り出し効率を従来に比
べて２倍ほど向上することができ，結合剤と感光膜とを
利用した場合には，１．５～２．５倍程度向上すること
ができる。また，光取り出し効率を向上したことにより
外部光効率が向上した場合に寿命は１．５～２倍ほど向
上することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】従来の表示装置の光が取り出される状態を示し
た説明図である。
【図２】第１の実施の形態による表示装置の概略斜視図
である。
【図３】図２に示された表示装置の一部の断面図であ
る。
【図４】図２に示された表示装置の一部切除拡大断面図
である。
【図５】第１の実施の形態による光損失防止層の概略斜
視図であり，（ａ）は第１領域と第２領域の厚みが同じ
場合，（ｂ）は，第１領域の厚みが第２領域の厚みより
薄い場合である。
【図６】第２の実施の形態による表示装置一部の概略断
面図である。
【図７】第３の実施の形態による表示装置一部の概略断
面図である。
【図８】図７の光損失防止層が基板とバッファ層の間の
画素領域に形成された表示装置の一部の概略断面図であ
る。
【図９】図７の光損失防止層が基板とバッファ層の間の
全面に形成された表示装置一部の概略断面図である。
【図１０】各実施の形態による表示装置の光取り出し状
態を示した概略断面図である。
【図１１】各実施の形態による表示装置の光損失防止層
の製造法を概略的に示した工程説明図であり，第１膜を
形成した後の図である。
【図１２】各実施の形態による表示装置の光損失防止層
の製造法を概略的に示した工程説明図であり，マスクパ
ターン形成後，第２成分のイオンを注入する際の図であ
る。
【図１３】各実施の形態による表示装置の光損失防止層
の製造法を概略的に示した工程説明図であり，マスク除
去後，熱処理を施し，光損失防止層を形成した後の図で
ある。
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【図１４】各実施の形態による表示装置の光損失防止層
の別の製造法を概略的に示した工程説明図であり，第１
膜を形成した後の図である。
【図１５】各実施の形態による表示装置の光損失防止層
の別の製造法を概略的に示した工程説明図であり，第１
膜をパターンに露光した後の図である。
【図１６】各実施の形態による表示装置の光損失防止層
の別の製造法を概略的に示した工程説明図であり，現
像，漂白及び洗浄して光損失防止層を形成した後の図で
ある。
【符号の説明】 *
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*５０    基板
６１    第１電極層
６２    第２電極層
６３    キャッププレート
７０    有機層
７１    正孔注入層
７２    正孔輸送層
７３    発光層
７１    電子注入層
８０    光損失防止層
８５    平坦化層

【図１】 【図２】

【図３】 【図４】

【図６】

【図１０】

【図１１】
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【図９】

【図１２】

【図１３】 【図１４】

【図１６】
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摘要(译)

要解决的问题：减少内部的光损失，以提高发光效率和图像亮度。 基板50，形成在基板的上表面上的第一电极层61，形成在第一
电极层的上表面上的有机层70，以及形成在有机层的上表面上的第二电极层62。 并且，在基板50与第一电极层61之间，例如在折
射率大的构成要素之间具有折射率不同的多个区域的光损失防止层80， 可以减少光的内部损失，并且可以提高光的提取效率。
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